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[はじめに]   

ゼーベック素子では、発電効率を上げるため

に電子濃度を高くすると熱伝導率が大きくな

り、温度差を付けにくいという問題があった。

これに対し、スピンゼーベック素子では、磁性

絶縁物を用いるため、上記の問題を解決できる 

[1,2]。これまでに磁性絶縁膜として Bi:YIG や

Ce:YIG を用いてスピンゼーベック素子を作製、

評価した[3]。課題は起電力の向上である。改善

策として図 1 に示すような金属層にフェロ磁

性体を使用した異常ネルンスト効果を用いた

スピンゼーベック素子が提案されている[4]。

しかし、フェロ磁性体の膜厚依存性や Ce:YIG

を用いたものはあまり報告されていない。そこ

で本研究では異常ネルンスト効果を用いたス

ピンゼーベック素子を作製し評価する。 

[実験] 

 異常ネルンスト効果による起電力の確認の

ためフェロ磁性体のNiを用いた。Niを SiO2(約

700 nm)上に 50 nmスパッタした異常ネルンス

ト効果を用いた熱電変換素子を作製した。 

[結果、考察、結論] 

 作製した試料端の温度差を約 50℃, 試料中

心部での磁場の強さを約 700 G として起電力

の測定を行った。測定系を図 2に示す。この時

の起電力は 6.5 μV であった。磁場の方向を変

えると起電力の生じる方向の反転が起こるは

ずであるが熱電対効果による起電力の重畳が

あるため確認できなかった。図 3 の 15 s 付近

の起電力の急激な変化は磁場反転により生じ

るファラデー効果によるものである。今後は、

磁性絶縁膜の Bi:YIG や Ce:YIG 上にフェロ磁

性体を堆積させ、起電力のフェロ磁性体の膜厚

依存性を測定する。測定結果については当日報

告する。 
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図 1. 異常ネルンスト効果を用いたスピンゼーベック 

     素子の構造図 

図 2. 起電力測定系 

図 3. SiO2上に堆積させた Niの起電力測定結果 
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